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【はじめに】GaInN のバンドギャップエネルギーは太陽光スペクトルのほぼ全範囲に相当するこ

とから太陽電池材料としての応用が期待されている。その一方で、GaInN 厚膜の作製が困難であ

るため一般的に GaN厚膜上にヘテロ接合で作製する必要がある。しかしながら、同手法の場合は

GaNとGaInNの格子不整合によるミスフィット転位の導入や表面平坦性の劣化などの問題点が存

在する。本検討では、GaInN単膜と GaInN/GaN超格子のミスフィット転位の臨界膜厚を X線その

場観察法で比較したので、その結果に関して報告する。 

【実験方法】MOVPE法でサファイア基板上に低温バッファ層を介して成長した GaNテンプレー

ト上に GaInN単膜および GaInN/GaN超格子を作製した。ミスフィット転位が導入される臨界膜厚

は X線その場観察法を用い、GaInNおよび GaInN/GaN超格子からの回折スペクトルの半値幅が増

大する点で決定できることを報告しており 1,2)、その方法を適用することによって算出した。また

GaInN/GaN 超格子構造は、バリア層の膜厚と GaInN 層の組成の異なる Ga0.80In0.20N(2 nm)/GaN(3 

nm)と Ga0.75In0.25N(2 nm)/GaN(7 nm)の 2種類作製した。 

【結果】図 1に GaInNの InNモル分率と臨界膜厚の依存性を示す。GaInN/GaN超格子の臨界膜厚

は、平均組成(膜厚は GaInN/GaNのトータル膜厚)および GaInN

層の InNモル分率(膜厚はGaInN層のみの膜厚)の 2種類でプロ

ットした。図から、GaInN 単膜も GaInN/GaN 超格子もともに

InNモル分率の増大とともに臨界膜厚が減少する傾向が確認さ

れた。また、GaInN 単膜と GaInN/GaN 超格子のミスフィット

転位導入の臨界膜厚に大きな依存性は確認されなかった。その

一方で、これまでの検討で GaInN/GaN 超格子においてはミス

フィット転位が導入されても、それが屈曲し上部に到達しない

ことが明らかになっており、結果として厚膜にしても平坦な膜

が得られやすいという特長もある。当日は、これらの結果をま

とめ詳細に議論する。 
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図 1 GaInNの InNモル分率と 

臨界膜厚の依存性 
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